BC 146

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR

in Subminiatur ~ Kunststoffgehduse

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-42

MaBangaben in mm.

023 max

Lotung:

Léttemperatur max. 250°C
bei einer Létdauer von

—— r:,:{t 028
—
] max

max. 3 s und einem Abstand e f—
der Lotstellen vom Geh&duse
in. . 1
von min. 1,5 mm #‘%ﬁt—mzm 720066

Die Gehdusetemperatur
darf beim Loten 125°C
nicht iibersteigen.

BC 146 BC 146 BC 146
Kurzdaten: rot gelb grin
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 20 v
Kollektorstrom IC = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei %U = 45°% Ptot = maX. 50 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 125 °c
Gleichstromverstirkung
bei UCE = 0,6 V, IC = 0,2 mA B = 115 220 380
Transit-Frequenz /
bei UCE =5V, IC = 2 mA fT = 150 MHz
Rauschzahl
bei UCE =51V, IC = 0,2 mA,
f = 30...15000 Hz F = 2 1,5 2 dB
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BC 146

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB 0
Kollektor-Emitter~-Sperrspannung bei IB = 0: UCE 0
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0

Kollektorstrom:

aQ

Gesamtverlustleistung:

o+
(=]
o+

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

P P P W H
n n o
1]

Wirmewiderstand:

(PN

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U

= max. 20 V
= max. 20 Vv

= max. 4 VvV

max. 50 mA
max. 50 mW
max., 125
min. -65
max. 125 C

1,6 K/mwW

50 N ¥Z 739805
Ptot max
(mW)
N
25 A
N
. \\
N
. A N
0 50 100 9y £C) 150
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Kennwerte: (bei 8J = 25°C)

Gleichstromverstérkung.

bei UCE = 0,5V, IC = 0,2 mA:

bei UCE =1V, IC = 2 mA:
Basisspannung

bei UCE = 0,5V, IC = 0,2 mA:

bei UCE =1V, IC = 2 mA:

Kollektor-Emitter-Restspannung 1)

bei I, = 2 mA:

c

Transit-Frequenz

bei UCE =5V, I
Kollektorkapazitédt

bei UCB =51V, IE =0, f =1 MHz:
Vierpol-Koeffizienten

bei UCE = 0,5V, IC = 0,2 mA, f = 1 kHz:

2 mA:

C

Rauschzahl
bei UCE =5V, IC = 0,2 mA, Rg = 2 kQ,
f = 30...15000 Hz:

BC 146

BC 146 BC 146 BC 146
rot gelb griin

B = 115 220 380
(80-200)(140-350) (280-~550)
B 2 100 140 280
Upn = 570 mV
BE = 630 mV
UCE sat = 180 mV
lfT = 150 MHz
Cc = 4 pF
LY = 20 30 45 k9_4
hioe = 15 25 40-10
by, = 130 220 380
hyoo = 15 20 35 ps
<
F = 2 1,5(=4) 2 4B

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

=1V geht

C

Ip = 2,2 m, Upp
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BC 146
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BC 146
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SILIZIUM - PNP — PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR

« in Subminiatur-Kunststoffgehuse

Mechanische Daten:

Gehfuse: Kunststoff, SOT-42
MaBangaben in mm.

L8tung:
. ° 023 max
L3ttemperatur max. 250°C o
bei einer L3tdauer von g - — 028
max. 3 8 und einem Abstand 0 f__ = 13 §= max
der L¥tstellen vom Gehuse 365 [ mox —
von min. 1,5 mm. } v fo—
Die GehH#usetemperatur darf 15 8 2
beim L¥ten 125°C nicht max = R i o
fibersteigen.
Kurzdaten: BC 200 BC 200 BC 200
rot gelb _grtin
Kollektor-Sperrspannung -Ucp o = max. 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Ucg ¢ = max. 20 v
Kollektorstrom =Ig = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 9y = 45°C P,y = max. 50 uy
Sperrschichttemperatur 4y = max. 125 oc
Gleichstromverstirkung
bei -Ugg = 0,5V, -Ig = 0,2 mA B = 75 140 250
Transit-Frequenz T
bei —UCE =5V, —Ic = 2 mA fT = 20 MH3»
Rauschzahl
bei -Ugp = 5V, -Is = 0,2 mA,
f = 30...15000 Hz F = 2 1,5

2 d
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BC 200

)

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 9

J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: . -UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = bax. 20 V
Fmitter-~Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom: ) -IC = max. 50 mA
Gesamtverlus;bleistung: Ptot = max. 50 mW
Sperrschichttemperatur: \‘}J = max. 125 °C
Lagerungstemperatur: 9 = min., -65 °C

LS = max. 125 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U g 1,6 K/mW

% VZ 739805
\\
Piot max
(mW)
N
2 AN
\\\
N
0 .
0 50 100 9y £C) 150

gi,?b VALVO TRANSISTOREN



BC 200

Kennwerte: (bei 8y = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

- BC 200 BC 200 BC 200
rot gelb grin

Kollektor-Reststrom

bei ~Ugg = 20 V, Ig = O: Igg o S 100 nA
bei —UCB = 20 V, IE - 0, &J = 125003 -ICB 0 1 lJ-A
Gleichstromverstéirkung . -
bei -Ugg = 0,5 V, -Ig = 0,2 mA: B = 75 140 250
(50-105) (85-200) (165-400)
bei -Ugg = 1 V, -Ig = 2 mA: B 2 60 100 175
Basisspannung
bei -UCE = 0,5 V, —IC = 0,2 mA: -UBE - 580 mV
bei —UCE = 1 V, -IC = 2 mA: —UBE = . 650 mV
Kol1ektor;Emitter-Restspannnng 1)
bei -Ig = 2 mA: ~UGE sat ™ 200 mV
Transit-Frequenz
bei —UCE = 5 V, —IC = 2 mA: fT - 90 MHz
Kollektorkapazit8t
bei-UcB=5V, IE-O,fullﬂ'Iz: cc = 5 pF
Vierpol-Koeffizienten bei £ = 1 kHz
bei -Ugg = 0,5 V, -Ip = 0,2 mA: hi1e = 12 15 20 kQ
. . -4
hyoe = 13 25 . 4010
h2le = 75 ) 140 250
hooe = 13 18 33 us
Rauschzahl
bei —UCE =5 V, -IC = 0,2 mA-,
Ry = 2k, £ = 30...15000 Ha: F = 2 1,5(84) 2 B

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
—Ic = 2,2 II!A, -UCE =1V geht

VALVO TRANSISTOREN iég



BC 200
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BC 807 (R)
BC 808 (R)

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

fiir Treiber- und Endstufen,
mit BC 817(R) bzw. BC 818(R) fiir Komplementirschaltungen

Mechanische Daten: Stempel: BC 807-16: 54 BC 807-16R: 5 AR
BC 807-25: 5B BC 807-25R: 5 BR
Gehéuse: Kunststoff, SOT-23 BC 807-40: 5C BC 807-40R: 5CR
23 A 3 DIN 41 869 BC 808-16: 5 E BC 808-16R: 5ER
MaBangaben in mm. BC 808-25: 5F BC 808-25R: 5FR
BC 808-40: 5G BC 808-40R: 5GR
BC_807, BC_808: BC 807 R, BC 808 R:
3,0 3,0
<287 7 [~ 287 7
015 | [ 0.15 1.9+
009 Laloss 009 Ladogs
/AN WO
Y/ niRKn 1 1 L2 1
A 0,1
IIII:IX 3 | B 1:" 25 max B I E 1." 2,5
10°L"‘ 10° € 1.2 max 100L 100 1.2 max
max \ § max 3 4 l max max 3 3 ‘
11, - L_ VX 72 0321.1 11 || wreosete
L) o
mox B 0s8d, max 08t
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten: BC 807(R) BC_808(R)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 45 25 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 1000 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U é 35°¢ Ptot = max. 310 mW
Sperrschichttemperatur 3 = max. 150 °c
Gleichstromverstdrkung 1
bei U, =1V, -I, = 100 mA B = 100...600 )
CE C
Transit-Frequenz
.be1 —UCE =51V, —IC = 10 mA fT E] 100 MHz

1) Die Transistoren BC 807(R) und BC 808(R) kdnnen in den Stromverstirkungs-
gruppen -16 (B = 100...250), -25 (B = 160...400) und -40 (B = 250...600)

VAIVD

geliefert werden.

1.85
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BC 807 (R)
BC 808 (R)

Absolute Grenzwerte: (gﬁltig bis &

)

BC 807 (R) BC 808 (R)

J max
Kollektor-Emitter—Sper;spannung
bei UBE = 0: -UCE s max. 50 30 V
bei IB = 0’~-IC = 10 mA: -UCE 0 max. 45 25 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB 0 max. 5 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = mex. 500 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M max. 1000 mA
Basisstrom, Mittelwert: —IB AV max. 100 mA
Basisstrom, Scheitelwert: -IB M = max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: IE M = max. 1000 mA
Gesamtverlustleistung bei & < 35%: 1) Pt max. 310 mW
Sperrschichttemperatur: QJ max. 150 °c
Lagerungstemperatur: SS min. -65 °c
8g max. 150 °c
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A = 50 K/W
zwischen den Anschliissen
und den Ltfléchen des Substrats: . Ry A/s = 260 K/W
zwischen den Létfldchen und Umgebung: ) Ry s/u = 60 K/W
400 Z 7300874
P(Oi max
(mw)
300
\\
200
N
100
A,
A,
0
0 b} 50 75 100 3y (*C) 150

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 15 mm x 0,7 mm



BC 807 (R)
BC 808 (R)

= 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kennwerte: bei 8J
Kollektor—Rest;trom <

bei IE = 0, —UCB =20 V: —ICB 0 z 100 nA

bei Iy = 0, -Uyy = 20V, 8 = 150°C: “Iggo = 5 A
Emitter-Reststrom <

bei IC =0, -UEB =5 Vs -IEB 0o = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei —IC = 500 mA, —IB = 50 mA: -UCE sat = 0,7 A
Basisspannung 1 <

bei -Upp = 1V, -I, = 500 mA: ) “Upg = 1,2 s
Gleichstromverstirkung

bei —UCE =1V, —IC = 100 mA: B ; 100...600

bei —UCE =1V, —IC = 500 mA: = 40
Transit-Frequenz

bei —UCE =51V, —IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 100 MHz
Kollektorkapazitiat .

bei —UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 8 pF

BC 807-16(R) BC 807-25(R BC B07-40(R
BC 808-16(R) BC 808-25(R BC 808-40(R

Gleichstromverstidrkung

bei -UCE =11V, —IC = 100 mA: B = 100...250 160...400 250...600

Komplementdire Transistorpaare BC 807(R) / BC 817(R), BC 808(R) / BC 818(R) -

Das Verh#ltnis der Gleichstromverstiarkungen B bei komplementdren Transistor-

paaren bei IUCEI =1V, IICI = 100 mA ist 1,25 (é 1,4).

1) A(-UBE)/AeJ ~ -2 mV/K



BC 807 (R)
BC 808 (R)
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BC 807 (R)
BC 808 (R)
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fiir Treiber—- und Endstufen,

BC 817 (R)
BC 818 (R)

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

mit BC 807(R) bzw. BC 808(R) fiir Komplementérschaltungen

Mechanische Daten: Stempels BC 817-16: 6 A BC 817-16R: 6 AR
BC 817-25: 6B BC 817-25R: 6 BR
Gehduse: Kunststoff, SO0T-23 BC 817-40: 6C BC 817-40R: 6 CR
23 A 3 DIN 41 869 BC 818-16: 6E.  BC 818-16R: 6 ER
MaBangaben in mm. BC 818-25; 6 F BC 818-25R: 6 FR
BC 818-40: 6 G BC 818-40R: 6 GR
BC_817, BC_818: BC 817 R, BC 818 R:
3,0 3,0
287 28
0,15 19> 015 19->
0,09 0.95 0.09 0,95/
ol 7 Ty
Hlndx [TE i é 1625 H-rdx T8 i [ _7£ 25
10°F_ 10° £ 1.2 max 10°F | 10° i 1.2 max
max k™ \ ~§ max 3 [) max \ § max 3 j
1,1,’\4’ —ol |e Vx720321.1 1'1J\‘/ o Et‘_vx 72 0921.2
max 30° 048*0 max 30° +0
max 49,01 - max 04820 4
Draufsicht Draufsicht
Kurzdaten: BC 817(R) BC 818(R)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ugg o = max. 45 25 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = mex. 1000 mA
Gesamtverlustleistung bei SU g 35°%C Ptot = max. 310 mW
Sperrschichttemperatur 0J = maX. 150 °c
Gleichstromverstidrkung 1
bei Uop =1V, I, = 100 mA B = 100...600 )
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, Ic = 10 mA fT = 200 MHz

1) Die Transistoren BC 817(R) und BC 818(R) ktnnen in den Stromverstirkungs-
gruppen -16 (B = 100...250), -25 (B = 160...400) und -40 (B = 250...600)
geliefert werden.

1.85
159
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BC817(R)
BC 818 (R)

BC 817 (R) BC 818 (R)

Absolute Grenzwerte: ‘(gﬁltig bis 8 max)
Kollektor-Emitter—Sperrspannung
bei UBE = 0: UCE g = max. 50
bei Iy = 0, IC = 10 mA: UCE o = max. 45
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0s UEB 0 max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV max. 500
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M max. 1000
Basisstrom, Mittelwert: IB AV max. 100
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max. 200
Emitterstrom, Scheitelwert: —IE M = max. 1000
Gesamtverlustleistung bei 8 < 35%: 1) . Poe max. 310
Sperrschichttemperatur: 8J max. 150
Lagerungstemperatur: 38 = min. -65
&S max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Rth J/A = 50
zwischen den Anschliissen
und den Lotfldchen des Substratss . Rth A/S = 260
zwischen den Lgtflichen und Umgebung: ) Bth s/u = 60
400 2 730087
Ptoi max
(mW)
300 -
N
M
200
A,
100
PN B
0 0 25 50 75 100 3y (*C) 150

1 .
) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 15 mm x 0,7 mm

30
25
5

fSSSEEREER S

K/W

K/W
K/W



BC 817 (R)
BC 818 (R)

Kennwerte: bei eJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, UCB = 20 V: ICB 0 % 100 nA

bei Iy = 0, Uyp =20V, 8; = 150°C: Icgo = 5 pA
Emitter-Reststrom . <

bei IC = 0, UEB =5 Vs IEB 0o = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA: UCE sat = 0,7 v
Basisspannung 1 <

bei Upp = 1V, I, = 500 mA: ) Upp = 1,2 v
Gleichstromverstirkung

bei UCE =1V, Ic = 100 mA: B ; 100...600

bei UCE =1V, IC = 500 mA: B = 40
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 200 MHz
Kollektorkapazitdt

bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 5 pF

BC 817-16(R) BC 817-25(R) BC 817-40(R
BC 818-16(R) BC 818-25(R) BC 818-40(R

Gleichstromverstirkung

bei UCE =11V, IC = 100 mA: B = 100...250 160...400 250...600

Komplementire Transistorpaare BC 817(R) / BC 807(R), BC_818(R) / BC_808(R)

Das Verhdltnis der Gleichstromverstirkungen B bei komplementiren Transistor-

paaren bei |UCEI =1V, IICI = 100 mA ist 1,25 (§ 1,4).

1
) AUBE/Ae g~ -2 mV/K



BC 817 (R)
BC 818 (R)
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BC 817 (R)
BC 818 (R)
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VORLAUFIGE DATEN BC 868

SILIZIUM - NPN - PLANAR ~ EPITAXIAL -~ NF - TRANSISTOR
fiir Endstufen kleiner Leistung,

mit BC 869 fiir Komplementir-Schaltungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-89

MaBangaben in mm.

VZ 7202054

Kurzdaten:
Kollektor—Emitter—Spefrspannung UCE o0 = max. 20 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei SU é 25°C Ptot = max. 1 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung

bei UCE =1V, IC = 500 mA B = 85...375
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 10 mA fT = 60 MHz

| ;]s.sz VA'.V“



BC 868

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis $

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei U

J max

e = 0f
bei IB = 0:

Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0:

Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Mittelwert:

Basisstrom, Scheitelwert:

o

$ 25%: 1)

Gesamtverlustleistung bei SU B

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

Ues =
Ueo =
Uspo ~
Icav =
I,y =
Ig av =
IB M =
Piot =
8 -
8 =
8 =
L

1) Transistor auf Keramik-Substrat 0,7 mm von 2,5 cm2 Flédche

1,0

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

A

73

tot max AN

(W) N

075 <

05 AN

0,25

9y (°C)

150

25
20

125

E E >k < < <

o =
[

o
[}

<
Q
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Die angegebenen

Kennwerte:

-

Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, UCB =25 V: .

bei IE = 0, UCB =25V, SJ = 150 °C:
Emitter~Reststrom

bei IC = 0, UEB =5 V:
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC = 1A, IB = 100 mA:
Basisspannung

bei UCE =10V, IC = 5 mA:

bei UCE =1V, IC =1 A:
Gleichstromverstdrkung

bei UCE =10V, IC = 5 mA:

bei UCE =11V, IC = 500 mA:

bei UCE =1V, IC =1 A:
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz:
Grenzfrequenz (Emitterschaltung)

bei UCE =5V, IC = 10 mA:
Kollektorkapazitédt

bei UCB =5V, I, =0, f =450 kHz:

E

bei \‘}J = 2500, sofern nicht anders angegeben

IeB o
Ieg o

TEB o

UCE sat

UBE

Usg

A A

A

v Al

v

]

Bei Komplementdrpaaren BC 868 / BC 869 ist das Verh#ltnis der

bei IUCE| =

1V und 15| = 500 mA maximal 1,4.

Dieses Datenblatt %lbt keine Auskunft iiber Liefermdglichkeiten.

aten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschiossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit trifft.
Es wird keine Gewihr ibernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-
rechten Dritter sind.
Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zulassig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe.

BC 868

10 pA

1 mA

10 pA
0,5 A\
0,62
1,0

50

85,..375

60

60 MHz
400 kHz

27 pF

Stromverstirkung

-

6.82
3



BC 868
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BC 868
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VORLAUFIGE DATEN

BC 869

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - NF - TRANSISTOR

fiis Endstufen kleiner Leistung,

mit BC 868 fiir Komplementdr-Schaltungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-89:

Maflangaben in mm.

—16max

VZ7202054

Kurzdaten:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom, Scheitelwert

Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstarkung
bei -UCE =1V, -IC = 500 mA

Transit~Frequenz
bei —UCE =51V, —IC = 10 mA

Gesamtverlustleistung bei sU é 25°C

—UCE o = max. 20 V

-IC M = max. 2 A
tot = maX. 1 z

9 = max. 150 c
J

B = 85...375
fT = 60 MHz

VAIVD



BC 869

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 9 max)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bel—UBE = 0: —UCE S max.
bei IB = 0: —UbE 0 max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB 0 max.
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC AV max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: —IC M max.
Basisstrom, Mittelwert: -IB AV max.
Basisstrom, Scheitelwert: -IB M = max.
Gesamtverlustleistung bei 9 < 25%: 1) Piot = max.
Sperrschichttemperatur: SJ = max.
Lagerungstemperatur: SS = min.
A
SS = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ryou <
1) Transistor auf Keramik-Substrat 0,7 mm von 2,5 cm2 Flédche
1,0 /Z 7300273
Ptot max \\‘
(W)
0,75 NG
AN
05
:
0,25 AN
T
N
0
0 50 Yy (°C) 150

25
20

125

cf cf cf = E E > < < <

K/W



BC 869

Kennwerte: bei $J = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei Iz =0, -UCB =25 V: —ICB 0 % 10 pA
bei I, = 0, ~Up = 25 V, 8, = 150°C: S P— 1 mA
Emitter-Reststrom <
bei IC = 0, —UEB =5 V: -IEB 0o - 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I, =1 A, ~I; = 100 mA: “Uop sat = 0,5 v
Basisspannung
bei -UCE =10V, -IC = 5 mA: -UBE z 0,62 v
bei -UCE =1V, -IC =1 A: -UBE = 1,0 v
Gleichstromverstérkung >
bei -UCE =10V, -IC = 5 mA: B = 50
bei -UCE =1V, —IC = 500 mA: B ; 85.,4.375
bei ~Uop =1V, -I, =1 A: B Z 60
Transit-Frequenz
’ bei -UCE =35V, -IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 60 MHz
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) )
bei —UCE =5V, -IC = 10 mA: fB = 350 kHz
Kollektorkapazitidt
bei _UCB =51V, IE = 0, f = 450 kHz: Cc = 45 pF

Bei Komplementérpaaren BC 869 / BC 868 ist das Verh#ltnis der Stromverstdrkung,
bei [Uop| =1V wnd |T,| = 500 ma maximal 1,4.

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft liber Liefermdglichkeiten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

Es wird keine Gewéhr ibernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-
rechten Dritter sind. . ’
Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zuldssig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe.
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BC 869
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BC 869
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